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遷移金属ダイカルコゲナイド（TMDCs）は次世代の光電子デバイス材料として期待されており、TMDCs と金

属が形成するショットキー障壁における光生成キャリアのダイナミクスやバンド変位の理解は、デバイス特

性の高性能化に向けて重要である。 

 本研究では、試料をバルク WSe2として、光ポンプ・プローブ原子間力顕微鏡（AFM）を用い、コンタクトモ

ード AFM で測定を行った。WSe2と PtIr カンチレバー間にショットキー障壁を形成し、遅延時間変調法[1-3]

により時間分解電流信号を取得した。得られた信号は WSe₂/PtIr 界面に蓄積する光生成キャリア密度に依存

し、印加電圧および照射光強度に応じて変化したが、応答は従来の光ポンプ・プローブ STM[1,2]では観察さ

れていない特徴を示した。光変調 IV 測定、過渡吸収測定[4]、およびモデルに基づく数値計算を組み合わせ

て解析した結果、ファンデアワールスショットキー構造と、界面に形成される準位が重要な役割を果たすこ

とが明らかになった。印加電圧の大きさと準位に捕獲される光生成キャリア量によってショットキー障壁が

変調され、その結果として電流特性が変化するというメカニズムが確認された。 
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